IDENTIFICACION DE LA UNIDAD DE APRENDIZAIJE

Unidad académica: Centro de Investigacion en Ingenieria y Ciencias Aplicadas

Programa educativo: Licenciatura en Nombre de la unidad de aprendizaje:
Tecnologia con Areas Terminales en Fisica | Propiedades Opticas, Electrénicas y Magnéticas de la Materia
y Electrénica. Condensada.
Fecha de elaboracion: Fecha de revision y/o actualizacién Semestre:
12-marzo-2014. Séptimo/Octavo
Programa elaborado por: Ciclo de formacion: Area curricular:
Dr. Pedro Antonio Marquez Aguilar Especializada Perfil Profesional
Clave HT | HP | TH | Créditos| Tipo de unidad de | Caracter de unidad Modalidad
aprendizaje de la aprendizaje
4 0] 4 8 Tedrica Optativa Presencial
Programas académicos en los que se imparte.
Ninguno
Prerrequisitos UA antecedente recomendada UA consecuente recomendada.

Presentacion de la unidad de aprendizaje.

Se pretende introducir al alumno en los fundamentos y principios de las ppropiedades dpticas, electrdnicas y
magnéticas de la materia condensada, asi como su importancia como disciplina en el campo de la investigaciéon

y desarrollo profesional como ingeniero.

Propdésito de la unidad de aprendizaje.

El propdsito de esta unidad de aprendizaje es adquirir conocimientos de las propiedades dpticas, electrénicas y

magnéticas de la materia condensada.

Competencias profesionales.
Capacidad de abstraccion, analisis y sintesis.

Contribucion de la unidad de aprendizaje al
perfil de egreso.

Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. Contribuird a la formacion de profesionista
Conocimiento sobre el area de estudio y la profesion. altamente capacitados con conocimientos en el

area de propiedades Opticas, electronicas vy
magnéticas de la materia condensada.

ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Contenidos

Secuencia tematica

1. Estados ordenados y desordenados.

1.1. Liquidosy cristales liquidos
1.2. Cristales solidos.
1.3. Formas morfolégicas y cristalinas de los sélidos.

2. Estructura de sdlidos y principios basicos de
cristalografia.

2.1. Descripcién de estructuras cristalinas regulares, celdas
elementales, periodicidad.
2.2. Rejillas cristalinas.




2.3. Simetria de cristales. Tipo de estructuras cristalinas.
2.4. Método de investigacién de la estructura cristalina:
difraccién de rayos-X.

2.5. Ejemplos caracteristicos de estructuras del estado sdélido
(NaCl, CsCl, diamante, etc.)

2.6. Propiedades fisicas dependientes de la estructura
cristalina (ej. Piroelectricidad).

2.7. Propiedades anisotrépicas del estado sélido.

2.8. Tensores.

2.9. Dependencia de la simetria de una propiedad fisica
fenomenoldgica con la estructura interna de la materia.

3. Propiedades fundamentales de sélidos
relacionados con su estructura.

3.1. Resistenciay conductividad.

3.2. Ley de Ohm.

3.3 Fendmenos galvano-magnéticos.
3.4 Efecto termoeléctrico.

4. Modelo de electrones libres.

4.1. Electrones libres en sélidos.
4.2. Distribuciéon Fermi-Dirac.
4.3. Teoria Sommerfheld de la conductividad en metales.

5. Electrones en un potencial periddico.

5.1. Ondas de materia, ondas electrdnicas.

5.2. Potencial periddico.

5.3. Propagacion electrénica en una estructura periddica
ideal.

5.4. Teorema de Bloch.

5.5. Estructura de zona.

5.6. Superficie de Fermi.

6. Clasificacion de sdlidos y sus propiedades
dieléctricas.

6.1. Tipos diferentes de formacién cristalina (enlace metdlico,
covalente, iénico, molecular,

con puente de hidrégeno)
6.2. Aislantes, semiconductores y metales.
6.3. Superconductores.
6.4. Electroestatica de dieléctricos, teoria elemental de la
polarizacidn.
6.5. Propiedades dindmicas de polarizacion (para liquidos y
solidos).
6.6. Piroelectricidad y ferroelectricidad.

7. Semiconductores.

7.1. Semiconductores tipicos y estructura de zona de
semiconductores.

7.2. Band-gap.

7.3. Impurezas y niveles de impurezas.

7.4. Tipos de conductividad.

7.5. Efectos de barreray dispositivos electrénicos.

7.6. Transicidn p-n, Rectificacién de una transicién p-n.

7.8. Diodos.

7.9. Transistores y su accion de amplificacion.

7.10. Efecto de tunelamiento y dispositivos de tunelamiento.

8. Propagacién de ondas electromagnéticas en
medios continuos.

8.1. Modelo del oscilador arménico simple.
8.2. Propagacion en medios dispersivos y absorbentes.




8.3. Reflexién y refraccion de una superficie plana.
8.4. Reflexidn de superficies metalicas.
8.5. Modelo de Drude para la conductividad.

9. Propiedades dpticas de cristales.

9.1. Propagacion de luz a través de medios anisotrdpicos.
9.2. Birrefringencia.

9.3. Optica de cristales liquidos.

9.4. Absorcién dptica intrinseca y extrinseca en
semiconductores. Fotoconductividad.

9.5. Luminiscencia.

9.6. Técnicas dpticas para caracterizacidon de materiales.
9.7. Pruebas 6pticas de superficies.

9.8. Espectroscopia analitica de sélidos y liquidos.

9.9. Interferometria en tiempo real.

10. Magnetismo y propiedades de los
materiales magnéticos.

10.1. Descripcion del comportamiento magnético de la
materia.

10.2. Tipos de respuesta magnética (diamagnetismo y
paramagnetismo, momento espontdneo y ordenamiento
magnético).

10.3. Descripcion fenomenoldgica del ordenamiento
magnético.

10.4. Comportamiento con la temperatura de la
magnetizacion espontdnea.

10.5. Tipo de estructuras magnéticas (ferrimagnetismo,

de ordenamiento).

10.6. Algunas substancias magnéticas importantes.
10.7 Clasificacidon de materiales magnéticos.

10.8. Anisotropia magnetocristallina-Teoria formal.
10.9. Estructura de dominios.

10.10. Procesos de magnetizacion.

10.11. Efectos galvanomagnéticos.

10.12. Efectos magneto-dpticos.

10.13. Magnetismo de superconductores.

11. Aplicaciones de materiales magnéticos.

11.1. Nucleos de espirales magnéticos.

11.2. Informacion de portadores.

11.3. Dispositivos de alta frecuencia.

11.4. Dispositivos para mediciones magnéticas
(magnetdmetros).

11.5. Dispositivos optoelectrénicos

CRITERIOS DE EVALUACION

Modalidad de evaluacion sugerida

Marque el método empleado (X) | Porcentaje de evaluacion

Exdmenes parciales (X) 50
Examen final ()
Participacidn en clase (X) 10

ferromagnetismo, antiferromagnetismo y otros tipos posibles




Circulos de estudio ()

Busqueda de informacién (X) 10
Realizacién de practica ()

Resefia de lecturas selectas ()

Asistencia (X) 5
Otra (especifique): Tareas (X) 25
Total 100
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